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      Аннотация

    
        
          Разработка полупроводниковых материалов и устройств стала мощной движущей силой технического прогресса в современном обществе. Одним из наиболее перспективных полупроводников, активно используемых в производстве силовой электроники в настоящее время, является карбид кремния. Одной из ключевых технологий получения карбида кремния является метод CVD (chemical vapor deposition — химическое осаждение из газовой фазы), используемый для гомоэпитаксоциального выращивания слоя SiC на подложке. В данной работе описаны результаты численного моделирование процесса эпитаксиального роста SiC в вертикальном реакторе. В качестве прекурсоров используются силан и пропан. Целью работы является исследование влияния геометрии входа реактора и расходов прекурсоров на однородность профиля скорости роста. Данная характеристика является ключевым фактором качества получаемого полупроводникового материала, поэтому вопрос оптимизации работы реактора очень важен. Исследования показали, что очень важно учитывать особенности геометрии на входе в реактор, потому что от этого зависит форма профиля скорости роста. Также для увеличения степени однородности получаемой пленки SiC помимо варьирования соотношения расходов прекурсоров можно оптимизировать способ распределения газов по трубочкам инжектора на входе.
        

        
          The development of semiconductor materials and devices has become a powerful driving force of technological progress in modern society. One of the most promising semiconductors actively used in the production of power electronics at the present time is silicon carbide. One of the key technologies for obtaining silicon carbide is the CVD (chemical vapor deposition) method, used for homoepitactic growth of the SiC layer on the substrate. This paper describes the results of numerical simulation of the process of epitaxial growth of SiC in a vertical reactor. Silane and propane are used as precursors. The aim of the work is to study the influence of the geometry of the reactor inlet and precursor flow rates on the uniformity of the growth rate profile. This characteristic is a key factor in the quality of the semiconductor material obtained, so the issue of optimizing the reactor operation is very important. Studies have shown that it is very important to take into account the geometry features at the reactor inlet, because the shape of the growth rate profile depends on it. Also, in order to increase the degree of uniformity of the resulting SiC film, in addition to varying the ratio of precursor costs, it is possible to optimize the method of gas distribution through the injector tubes at the inlet.
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